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Questdo 1: [4,0 pontos] Dado o circuito com MOSFET reforgo (Vr=1V, K=5001LA/V?, [V sl—c0)
a seguir, determine: (a) o ponto de operacdo quiescente (Ipsq, Vas); (b) a regido de operacdo do

transistor. Justifique todas as decisdes e desenvolva na forma literal, apresentando os resultados
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Questio 2: [4,0 pontos] Assumindo que gmi € gm2 sdo conhecidos e que |V al—oo, determine: (a)
a representacdo do circuito para pequenos sinais na forma transversal com v; a esquerda e v, a

direita; (b) a ganho de tensdo do amplificador; (b) a impedancia de saida do amplificador sendo
R3 a resisténcia de carga.
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Questao 3: [2,0 pontos] Implemente a fungao logica: § = A+C de acordo com os contetidos
vistos em sala de aula.




FORMULARIO

MOSFET refor¢o (enriquecimento, acumulagao, intensificacao):

NMOS Equacoes PMOS
2 '# k= (7] i '#
V,>0 V>0 k =uC, A=V, V, <0 V, <0
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